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Inventia se referd la domeniul tehnologiei planare de obtinere a straturilor semiconductoare de tip A*B°, in special la
un procedeu de obtinere a substratului de BaF, cu suprafata perfecta.

in tehnologia moderni de obtinere a straturilor semiconductoare este pe larg cunoscut procedeul de obtinere a

substraturilor pe baza fluorurii de bariu BaF, prin despicarea de-a lungul suprafetelor cristalografice ale materialului

initial monocristalic masiv.

Suprafata substraturilor obtinute in asa mod are neregularitati caracteristice — trepte de crestere, indltimea carora in

urma despicarii constituie 3...5um.

Cel mai apropiat dupa esenta tehnica si rezultatul obtinut este procedeul de obtinere a substraturilor pe baza fluorurii

de bariu BaF,, care consta in slefuirea chimico-mecanica a despicarii [1].

Dezavantajul procedeului indicat consta in imposibilitatea obtinerii unei suprafete perfecte la nivel atomar a

substratului initial — neregularitatile suprafetelor acestor substraturi constituie marimi de ordinul a 40 A

Problema pe care o rezolva prezenta inventie este obtinerea substraturilor, suprafata carora are o structurd perfecta la

nivel atomar.

Esenta inventiei constd in aceea ca procedeul include detasarea sau taierea substratului initial de-a lungul directiilor

cristalografice alese, slefuirea chimico-mecanica a suprafetei, recoacerea in vid a substratului la temperatura de 973

K, timp de 30 min, apoi depunerea unui strat suplimentar de BaF, in vid suprainalt la temperatura substratului de

1023 K, timp de 3...5 min, cu controlul neintrerupt al calitatii suprafetei prin metoda difractiei electronilor rapizi.

Procesul de obtinere a suprafetei atomar netede a substratului pe baza fluorurii de bariu BaF, consta in urmédtoarele:

1) substratul initial pe baza fluorurii de bariu BaF,, obtinut, de exemplu prin detasare, sau prin taierea mecanica de-
a lungul directiilor cristalografice alese, este supus la slefuirea chimico-mecanica;

2) substratul obtinut In asa mod pe baza fluorurii de bariu BaF, cu neregularitatile caracteristice ale suprafetei la
nivelul de 40A se introduce in camera de crestere a instalatiei de epitaxie moleculara cu fascicul (vid la nivelul
de 10™"" mm ai coloanei de Hg);

3) in camera de crestere a instalatiei de epitaxie moleculara cu fascicul se realizeaza recoacerea la temperatura de
973 K timp de 30 min;

4) se realizeazd depunerea stratului de fluorurd de bariu BaF, prin evaporarea din celula lui Knudsen
(Taus=1200°C). in acelasi timp se realizeaza un control neintrerupt al suprafetei substratului dupa difractia
electronilor rapizi. Procedeu data de control al suprafetei permite de a controla neregularitatile cu addncimea de
1...2 constante ale retelei cristaline. Prezenta dereglarilor de suprafata la o adancime mai mare duce la erodarea
reflexelor caracteristice ale imaginii de difractie. Procesul de depunere continua pand cand nu se observa o
imagine clara a reflexelor caracteristice ale difractiei electronilor rapizi de la suprafata substratului si constituie
3...5 min.

Pentru realizarea procedeului se folosesc substraturi de fluorurd de bariu BaF,, obtinute in urma detasarii de la

monocristalul masiv, sau substraturi slefuite. Caracteristicile substratului au orientare cristalografica diferita la

suprafata.

in tabelul de mai jos sunt prezentati parametrii de bazi ai procesului de obtinere a suprafetei atomar netede a

substraturilor pe baza fluorurii de bariu BaF,.
Temperatura Tempera- Observatiile Observatiile
. Temperatura . . L
Orien-tarea | de recoacere a . tura sursei experimentale experimentale
N . substratului, - -
cristalina substratului, K de BaF,, dupa recoacerea dupa depunerea
K K substratului fluorurii de bariu
Se observa imaginea de | Imbunatatirea esentiald
(111) 973 1023 1473 la difractia electronilor | a imaginii de la difractia
rapizi electronilor rapizi
Imbunatatirea esentiald
Se observa imaginea de (inclusiv si marirea
(111) 973 1023 1473 la difractia electronilor | numarului de reflexe) a
rapizi imaginii de la difractia
electronilor rapizi
?; gibfiz?[/ii 1;?;%;22?125 Imbunititirea esentiala
(100) 973 1023 1473 . a imaginii de la difractia
rapizi cu reflexe . L
electronilor rapizi
separate exacte
.. . Imbunatatirea esentiala
Se observa imaginea de (marirea }ntensitét{i) a
(110) 973 1023 1473 la difractia electronilor | . . o
T imaginii de la difractia
rapizi . .
electronilor rapizi

Inventia se explica prin desenele din fig. 1-3, carereprezinta:
- fig. 1, imaginea tipica a difractiei electronilor rapizi de la suprafata (100) substratului fluorurii de bariu BaF, dupa
introducerea ei in camera de crestere;
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- fig. 2, imaginea tipica a difractiei electronilor rapizi de la suprafata (100) substratului fluorurii de bariu BaF, dupa
recoacerea timp de 30 min 1n vid;

- fig. 3, imaginea tipica a difractiei electronilor rapizi de la suprafata (100) substratului fluorurii de bariu BaF, dupa
restabilirea suprafetei pe calea depunerii materialului identic cu materialul substratului.

Comparand figurile 1, 2 si 3 se observa o dinamica clard de imbunatatire a imaginii de difractie dupa depunerea
fluorurii de bariu BaF, pe substratul initial pe baza fluorurii de bariu BaF,. Tendinta data se pastreaza att pentru
substraturile obtinute prin detasare, cét si pentru substraturile decupate cu orientari cristalografice diferite.

atomar ale materialelor semiconductoare, de exemplu a compusilor de tipul A*B®, folosite pe larg, de exemplu, in
scopul inregistrarii semnalelor infrarosii.



